
3. Гетероструктуры и сверхрешетки
Экситон-поляритонное излучение света из приповерхностной варизонной гетероструктуры CdS1-xSex/CdS
Н. Р. Григорьева1, Р. В. Григорьев1, Ю. Н. Лазарева2, Б. В. Новиков1, А. В. Селькин1,3
1Институт физики им. В. А. Фока, Санкт-Петербургский государственный университет, ул. Ульяновская, 1, Петергоф, Санкт-Петербург, 198504, Россия.
2Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, ул. 1-я Красноармейская, 1, Санкт-Петербург, 190005, Россия.
3Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (812)297-22-45, факс: (812)297-10-17, эл. почта: alexander.selkin@mail.ioffe.ru 

Высокая чувствительность экситонных оптических спектров к состоянию поверхности и приповерхностной области полупроводника стимулирует постановку экспериментов и построение теоретических моделей, направленных на развитие спектрально-оптических методов диагностики приповерхностных полупроводниковых слоев и на более глубокое понимание механизмов образования экситонов и их взаимодействия со светом в таких слоях [1].
В настоящей работе впервые представлены результаты комплексных исследований низкотемпературных (T=4.2K) резонансных спектров экситонного отражения и люминесценции света, формируемых неоднородным приповерхностным слоем твердого раствора CdS1-xSex/CdS (x<0.01), создающим для экситона широкую потенциальную яму с плавным профилем изменения потенциала вдоль нормали к поверхности. Образцы представляли собой выращенные методом сублимации (при 900°С) монокристаллы CdS со структурой вюрцита, на поверхности которых создавался слой твердого раствора толщиной около 300 nm с концентрацией Se, постепенно увеличивающейся по мере приближения к внешней поверхности гетероструктуры.
На основе анализа измеренных спектров отражения света, выполненного с помощью теоретического расчета в рамках адиабатического приближения для движения центра масс экситона, предложены аналитическая форма и характерные параметры экситонного приповерхностного потенциала, который сопоставлен с наблюдаемыми спектрами экситон-поляритонной люминесценции. При этом идентифицированы основные каналы излучательной рекомбинации экситонов, обусловленные вкладами как объемных, так и приповерхностных состояний, включая интенсивное излучение из состояний экситонов, локализованных на флуктуациях состава твердого раствора в приповерхностном слое структуры.
В связи с представленными результатами следует отметить, что особенности и механизмы экситон-поляритонного излучения света из приповерхностной области варизонной гетероструктуры до сих пор в литературе детально не рассматривались и не обсуждались.
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